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Представлены результаты исследования пленок Si3N4 толщиной, сформированных на кремниевых подложках плазмо-химическим методом (PECVD). Они легировались ионами 64Zn+ с энергией 50 кэВ и дозой 5Е16/см2, а затем ионами 16О+ с энергией 20 кэВ и дозой 7Е16/см2 и отжигались в потоке Ar в диапазоне температур 400-800оС с шагом 100оС течение 1 часа на каждом шаге. 

Исследование профилей имплантированных Zn и О было проведено с помощью резерфордовского обратного рассеяния ионов гелия с энергией 700 кэВ. Морфология поверхности изучалась с помощью растровой электронной микроскопии и атомно-силовой микроскопии. Идентификацию различных фаз цинка проводили методом фотолюминесценции. 
Получено, что после имплантации профили цинка и кислорода имеют нормальную форму с максимумами на глубине около 30 нм. В процессе отжигов профиль цинка: изменяется: при низких температурах (до 600оС) он смещается вглубь пленки, а при более высоких (700оС и выше) - к поверхности пленки и уширяется. Определено, что после имплантации средняя шероховатость поверхности составляет 2,26 нм, а средний размер нанокластеров в плоскости равен 20 нм, а после отжига при 700оС они изменяются соответственно до 1,28 нм и 35 нм. Установлено, что после имплантации в образце присутствуют фазы Zn, а после отжига при 700оС в образце находятся фазы ZnO·и Zn2SiO4. 
